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前言

温家宝总理2009年11月3日在对首都科技界发表的重要讲话中提出要“把建设创新型国家作为战略目标
，把可持续发展作为战略方向，把争夺经济科技制高点作为战略重点，逐步使战略性新兴产业成为经
济社会发展的主导力量”。
当今世界，经济竞争、社会进步、国家安全和人民富裕都高度依赖科技发展，科技已成为推动经济增
长、引领社会发展的主导力量。
如何提高自主创新能力，攻克与战略性新兴产业相关的科技问题，为培育和促进我国战略性新兴产业
的发展提供强有力的科技创新支持，是我国科技界的一项重大战略科技任务。
我们要认清形势，认清发展战略性新兴产业的重要意义，根据国情世情和科技发展与产业发展规律，
遴选出我国战略性新兴产业的重点，采取有力措施，推动我国战略性新兴产业的发展。
近现代以来的历史表明，科技的突破性进展乃至革命，会催生和带动战略性新兴产业的发展，极大提
高社会生产力，乃至从根本上改变社会生产方式；会极大提高生活质量，从根本上改变人的生活方式
，进而改变世界的经济与政治格局。
全球性经济危机往往催生重大科技创新突破乃至科技革命。
经济危机是社会生产、分配、消费之间矛盾日益尖锐的产物。
一些传统产业难以为继，一些新兴产业又应运而生，特别是一些具有广泛影响和带动作用的战略性新
兴产业有可能萌生和发展。
例如，1857年的世界经济危机后，电力和电气产业成为带动世界经济发展的战略性新兴产业；1929年
的世界经济危机以及第二次世界大战后，电子、航空航天和核能等战略性新兴产业带动了战后世界经
济的发展。
20世纪80年代，美国为了克服经济危机。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<2010高技术发展报告>>

内容概要

本书是中国科学院面向公众、面向决策人员的系列年度报告——《高技术发展报告》的第十一本。
全书在综述2009年高技术发展动态的同时，以新材料、新能源技术为主题，着重介绍新材料、新能源
技术发展趋势、产业化动态、产业创新能力与国际竞争力、高技术与社会等社会普遍关注的重大问题
，提出促进中国高技术与产业发展的思路和政策建议。
    本报告有助于社会公众了解高技术特别是新材料、新能源技术发展动态，可供各级领导干部、有关
决策部门和社会公众参考。
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章节摘录

插图：忆阻器可能改变半导体产业。
由于晶体管缩小导致功耗增加，且难以安排所有必需的互联，在一个芯片上集成更多的晶体管已变得
越来越困难。
忆阻器是一种有记忆功能的非线性电阻，由于结构更简单，更易在一个芯片上进行高密度封装，因此
基于亿阻器的内存芯片开发成为半导体产业重要的发展方向，其密度要比目前基于晶体管的芯片至少
高出一个数量级（10倍）。
2009年4月，美国密歇根大学的科研人员发出了一种由纳米级忆阻器构成的芯片，能存储1000比特的信
息。
该技术易于扩展以存储更多数据，为通用内存的开发提供了可能，给仿生逻辑电路带来了希望，有可
能改变半导体产业。
4.信息储存与显示技术信息储存向体积更小、容量更大、寿命更长方面发展。
数据呈爆炸式增长，全球每天约有15千兆字节的数据产生，2010年全球编码信息数据库每隔11小时就
会增加一倍。
有效存储和管理数据成为未来信息技术领域需要着重解决的问题，缩小存储器体积、提高储存量、延
长存储寿命是信息存储技术发展的三个重要方向。
在缩小存储器体积方面，英国诺丁汉大学的科学家发现，将两根碳纳米管套在一起将能够最终产生使
用二进制编码保存信息所需的“1”或“0”状态，可以用来生产低成本、小体积的存储器元件，且具
有耗电量极低、记录信息高速的特点。
在提高信息储存量方面，美国通用电气公司的研究人员利用显微全息存储技术，制造出储容量可
达500GB的光盘，是目前DVD光盘的存储容量100倍左右。
目前的DVD光盘一般仅将信息存储在光盘表面，而显微全息存储技术利用三维的全息图来编码信息，
将全息图刻人光盘表面以及内部，大大提高数据存储能力。
在存储寿命极限方面，当前酚性记录存储技术大约为10年，胶卷拍摄的照片大约能够保存60年，提高
信息储存时间一直是科学家们努力的方向，能永久保存数据的存储器问世有可能彻底解决此问题。
2009年5月，美国加利福尼亚大学伯克利分校的科学家开发出了一种技术，将只有几十亿分之一米宽的
铁单晶放人一个空的纳米管的内部，发现在碳纳米管内部移动的铁晶体能够永久地保存计算机数据。
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编辑推荐

《2010高技术发展报告》：中国科学院科学与社会系列报告。
《2010高技术发展报告》有助于社会公众了解高技术特别是新材料、新能源技术发展动态，可供各级
领导干部、有关决策部门和社会公众参考。
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